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El objeto del invento lo constitbuye una disposicibn
para la identificacibén de impudsos de forma aproximadamen=
te rectangular y duracibn constante, que son transmitidos
desde un punto de emisidn hasta un punto de recepcidn.

Para la transmisidn de marcas de tiempo exactas por
medio de impulsos eléctricos (impulsos de cadencia o de rit-
mo) es preciso un gasto especial en aparatos si la posibili-
dad de que exista influencia por parte de impulsos de pertur-~
bacidn electromagnéticos debe hacerse despreciablemente pe-
quefia. En las disposiciones conocidas esto se realiza con
un elevado gasto en blindajes y en el tendido de los conduc~
tores de trensmisidn. La transmisidn, exenta de perturbacio-
nes y exacta en el tiempo, de impulsos de cadencia o de rit-
mo a través de un conductor de un cable de varios conducto-
res, conduciendo los conductores restantes tensiones y co-
rrientes de impulso relativemente altas y de gran duracidn,
no es posible sin més ni més a causa del acoplo capacitivo
e inductivo. Ademfs, la transmisibn y la recepcidn de los
impulsos de cadencia, de ritmo o de tiempo, pueden ser per-
turbadas por fuertes campos magnéticos en forma de impulsos
procedentes, por sjemplo, de imanes de selectores y de relés
o de miguinas eléctricas.

Es misifn del invento crear una disposicién de circui-
to para la recepcidn de impulsos de cadencia que, con un

gasto lo menor posible, garantice una seguridad muy grande
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Este problema se soluciona, de acuerdo con el invento,

por el hecho de que el trayecto de gobierno de un transis~-
tor se conecta en paralelo al condensador dispuesto en una
seccidn integradora y a la salida del transistor se conecta
en serie un paso de formacidén de los impulsos y por el de
que el transistor, al recibir un impulso, se hace conductor
a un determinado valor de tensidn gracias al aumento de benw—
sibn inherente a ello en el condensador y es llevado de nue~
vo a su estado no conductor gracias sl flanco trasero del
impulso.

Mediante la disposicibén de recepcibén descrita queda ga-
rantizada la ausencia de perturbaciones en la transmisibén de
impulsos de duracidn constante, incluso en el caso de que la
trensmisifn se realice por medio de un conductor de un cable
del slstema, cuyos otros conductores conducen tensiones de
perturbacidn fuertemente pulsatorias o de que la transmisibn
sea perturbada por otros campos electromagnéticos pulsatorios.
La seguridad contra las perturbaciones en la transmisibn de
impulsos de forma rectangular queda garantizada incluso cuan-~
do gl tren de impulsos se le superponen impulsos perbturbado-
res que lleguen al sistema de transmisién por via inductiva
o capacitiva. La valoracién de los impulsos resulta préctica-
mente independiente de las fluctuaciones de la tensidn de ser-
viclo del emisor y del receptor, ya que las tensiones para la
integracién destinadas a la valoracibén de la duracibn de los
impulsos ¥ para el circuito del transistor son précticamente
idénticas o proporcionales entre sf. La tensidn de servicio
se compone de dos partes, una de las cuales es aplicada des-

de el exterior, mientras que la segunda parte se obtiene de



600"‘

65.~

75

80.-

850"‘

- 34509 65 SE
la tensién de entrada por rectificacibn e integracibn. Se
consigue una integracibén independiente hasta una longitud
méxims deberminada de la linea; la longitud de la linea de
transmisidn viene limiteda hacia arriba correspondientemen-—
te a la duracidn de los impulsos de tiempo.

Por variaciones lentas de la tensidn de entrada no se
inician procesos de mando del trensistor ya que una de las
tensiones de servicio se genera por integracidn de la ten-
sibn de entrada. Esta tensidn de servicio sigue las lentas
variaciones, por ejemplo, de una tensidén de ondulacibén resi-
dual, sproximadsmente en la misme medida que la tensién de
base integrada, de modo que no aparece la tensibén base-emi-
sor necesaria para el gobierno del tranmsistor. Las tensiones
extrafias albtas que aparezcan en la entrads no pueden sobre-
cargar el transistor.

La gran seguridaed contra perturbaciones de la disposi-
cidn de acuerdo con el invento se consigue por la valoracidn
de varios criterios del impulso de cadencia, como amplitud,
duracidn y pendiente de flanco y por la introduccién de va-
rios umbrales de tensibén. La valoracidn de los impulsos de
cadencia por integracidn se realiza dindmicamente, por estar
adapbtada a un curso determinado de la tensidn de los impul-
80s de cadencia y las tehsiones asuxiliares (uﬂbrgles de man-
do dinfmicos) necesarias para la valoracidn, son derivadas
de los propios trenes de impulsos de cadencia. Como esta va-
loracibén dinfmica, ademds, lleva consigo un flanco trasero
suficientemente pendiente del impulso, las tensiones de onw -
dulacibén residual, o de ruido, superpuestas a los impulsos
de cadencia cerecen de influencia sobre la veloracibn. ILa

integracidn para la valoracidn de la duracidn de los impul-
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s0s valora la integral tensibn-tiempo solamente hasta un
umbral de tensidn determinado que es sobrepasado en el fun-
cionamiento préctico; pero entonces sdlo es valorada toda-
via la integral de tiempo.

Los detalles del invento se explicarén sobre la base de
un ejemplo de realizacidn ventajoso que ha sido representa-
do en las figuras. En los dibujos:

La figura 1 muestra la disposicidn de circuito del mon~
taje receptor integrador para la identificacibn de impulsos.

La figura 2a muestra una forma de impulso apropiada pa-
ra la disposicidn de circuito segln la figura 1.

La figurs 2b muestra la parte de integracibén para la
valoracidn de la duracidn de los impulsos segin la figura 1,
con los correspondientes diagramas de tensibn.

La figura % muestra un pasc de mando de formacidn de im-
pulsos a emplear ventajosamente con la disposicidn de circui-~
to de la figura l.

En la figura 1 se ha representado un circuito integrador
de recepcibn para la identificacibén de impulsos, que es apro=
piado para la transmisidn de impulsos de ritmo o cadencia en
instalaciones de comunicacidn telegrifica. Los impulsos rec—
tangulares son generados por medio de un circuito de basculaw
cibn monoestiable en el punto de emisidén y llevados a la 11~
nea de transmisidn por medio de un paso extremo del emisor,
de resistencia Shmica especislmente baja, que trabaja a la
maners de un contacto de apertura y clerre. En la transmisidn
de los impulsos de tiempo a btravés de un cable se utiliza en
cada caso solamente uno de los conductores y el blindaje del
cable se utiliza como retorno. Los otros conductores del ca~

ble del sistema son, asimismo, conductores de impulsos de
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ritmo o conducen otras tensiones s maners de im@ulsos que
pueden también presentar valores extremos de cresta.

La disposicibn de circuito consiste en un filtro de pe~
sa bajos TP, tres secciones de integracidn RC, el transistor
de mando Tl asi como algunos diodos ¥y resistencias. La parte
sustancial de la disposicidn es la parbe integradora para la
valoracidn de la duracidn de los impulsos con el condensador
de carga C6. Las otras dos secciones de integracidn sirven
para generer la tensibn positiva de alimentacidn y para la
exploracidn del camino de salida a través de D5. El filtro
de pasa bajos TP, a cuya entrada E son aplicadas las sefiales
de ritmo recibidas, perturbadas, disminuye las emplitudes de
los armdnicos superiores de los impulsos de ritmo, siempre
que ésto sea admisible en atencidn & la necesaria rigidez de
la pendiente de flanco de los impulsos de fitmo Y a la exac~
titud de la valoracibn de los impulsos. Con ello se aumenta
la segurided contra las perturbaciones, ya gue los tremnes de
impulsos de perturbacibdn poseen componentes de amplitud de
alta frecuencia.

En el ejemplo de realizacibn se eligid una duracibén de

100 microseg. para los impulsos de ritmo; la distancia nés
corta entre dos impulsos de ritmo asciende a 20 microsege.
La frecuencia limite para el filtro de pasa bajos TP, que
consiste en dos secciones o células en forma de pi con las
bobinas Ll, L2 y los condensadores Cl, C2, C3, asciende a
unos 170 kHz.

La figura 2a muestra la forma gpropiada de los impulsos
para la disposicidn de circuito segln la figura 1, asi como
las exigencias plateadas a la forma del impulso. Los dos flane

cos de los impulsos deben tener un curso suficientemente ri-
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gido o empinado hasta la altura del umbral de mando dinfmi-~

co S de la seccidn de integracidn para la valoracidn de los
impulsos, en el ejemplo descrito, aproximadamente 5% de la
duracidén Ti de los impulsos de ritmo. El curso de la tensidn
A(t) entre los dos puntos determinados de este modo, sin em~
bargo, debe ser en su mayor parte mayor que el umbral de ten-
si6n S, La duracibén Ti de los impulsos de ritmo debe ser ma-
yor que el tiempo activo de integracién Tw para la valoracibn
de los impulsos. Con el fin de conseguir un buen grado de se-
gurided contra las perturbaciones, no obstante, es favorable
que se mantenga lo menor posible la diferencia entre Ti y
Twe

La polaridad del curso de la tensidén ha de elegirse de
modo correspondiente al tipo de transistor (tipo pnp o npn)
enpleado en la disposicidn de circuito de integracidm. Al
existir el potencial de reposo, el transistor debe estar blo-
queado, poniéndose el emisor del transistor aproximadsmente
al valor medio entre el potencial de reposo y la tensidn de
servicio ~UB. Se necesita un flanco trasero empinado del im-
pulso de ritmo para el gobierno de un paso posterior de for—
macibén de los impulsos, por ejemplo, un paso de basculacidn
monoestable,

La parte de integracién pars la valoracidn de la dura-
cidén de los impulsos se ha hecho resaltar en la figura 2b y
se ha provisto de los correspondientes diagramas de tensio-
nes que aparecen en los diversos puntos del circuito. Entre
los impulsos de ritmo hay en la entrada (punto 1) una tensidn
de +12 voltios referida al potencial de referencia de O vol-
tios (punto 0). A esta tensibén y polaridad, el diodo D3 es

conductor y, a través de la resistencia R3, el diodo D3 y la
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resistencia R4, circula una corriente al polo negativo de
la tensibén de funcionamiento -UB. La base del tramsistor Tl
(punto 2) recibe una tensidn positiva disminuida por la cai-
da de tensidn relativamente pequefia en la resistencia R3 y
el diodo D3. Las resistencias R7 y R8 poseen los mismos va-
lores Shmicos, de modo que la tensidn en el punto 3, que
corresponde al emisor del tramsistor T1, tiene un valor de
aproximadamente O voltios. De este modo, el transistor esté
blogueado con la tensidn existente en el punto 2 con la que,
asimismo, es cargado el condensador C6 situado en paralelo
al trayecto base-emisor.

Si conduce el dlodo D3, el condensador C6 es descarga-
do con une constante de tiempo 1:

Ti=(R3|| B+ || B5 + R7 || R8) . C6

En el presente ejemplo, la constante de tiempo TL asciende
a unos 24 microseg. Para una explicacibén mis sencilla, se
supone constante en la figura 2b la tensidn positiva +UB ob-
tenida por la integracidn de la tensidn de entrada. Al apa-
recer un impulso de ritmo BJ, el condensador C6 sdlo puede
descargarse de manera insignificante, suponiéndose a este
respecto que el flanco negativo es suficientemente empinado.
Mientras el diodo D3 conduzca, es decir, hasta gque su carga
haya desaparecido, los potenciales en el punto 2 y el punbo
% siguen el flanco anterior negativo, de modo que en los dos
puntos se produce un salto de tensidn negativo. Tan pronto
como el diodo D3 se bloquea, manteniéndose el bloqueo duran-
te toda la duracidn del impulso de ritmo, la tensibn en el
punto 2 varfa en el sentido de los valores negativos de acuer
do con la constante de tiempo 2:

T2 = (e || BS) . C6
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La tensidn en el punto 3 varia en el sentido positivo y con
ello hacia O voltios con la constante de tiempo U 3:
3 = (R7 || B8) . 06
Con ello tiene‘ lugar la descarga del condensador C6 segin la
210.,~ constante de tiempo TC:
e = f2+3
En el ejemplo de ejecucidn descrito, U 2 asciende a =~ 68 mi-
croseg., U3, a ~ 20 microseg. y L C, a ~ 88 microseg.
La descarga del condensador C6 se realiza con el tran=—
215+~ 8istor Tl bloqueado hasta que su tensién de base sea negabi-
va respecto al emisor y, con ello, el tramsistor se haga con-
ductor. La commutacidn del transistor tiene lugar muy ripide-
mente, ya que la tensidn de carga del condensador C6, deter-
minada por el divisor de tensibén R4 y R5, es grande respecto
290.- @ la tensién base~emisor necesaria para la conmutacidn del
transistor,
En el estado conductor del transistor Tl, la tensién en
el condensador de carga C6 gueda limitada a la tensidn base~
emisor, de unos 0,2 voltios. Al conmutar el transistor Tl1,
225,- los puntog 3 y 4 toman los valores de tensién dados por la
divisidn de la tensibn de la resistencia R? y el acoplamien~
to en paralelo de R8 y R6. Durante la restente duracibn de
los impulsos de ritmo, el transistor es conductor y se encuen-
tra en saturacidn. El final del impulso de ritmo TJ esth for-
230.,- mado por su flanco trasero positivo que poene en conduccidn
al diodo D3, Como la resistencia R3 es muy baja, el condensa-
dor es descargado muy ripidemente, de acuerdo con la constan~
te de tiempo T 4:
Cua (B || B4)| B5 + Be || B8 Il B7) - C6

2354~ En el ejemplo considerado, U4 asciende a x 12 microseg=s
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Como la diferencia de tensidn que debe ser vencida sbélo as-
ciende a unos 0,2 voltios, el transistor Tl es blogqueado
muy répidamente. Con ello aparece en el punto 4, que corres—
ponde al colector del transistor Tl, un salto de tensibén ne-
gativo. El flanco trasero de la tensidn de salida en el co-
lector del transistor T1 (pumto 4) se utiliza para el mando
de un paso subsiguiente de formacidn de impulsos, por ejem~
plo, un paso basculador monoestable.

El funcionamiento de acuerdo con el invento de la sec-
cibn de integracibn para la valoracibn de la duracidn de
los impulsos presupone sobre todo el correcto dimensionado
de los umbrales de btensidn, que se describen con referencia
a la figura 1.

En la duracidn Ti de los impulsos de ritmo, el diodo
D3 debe quedar bloqueado con seguridad. Para conseguir ésto,
las resistencias R4 y RS deben elegirse de modo que, &l es-
tar bloqueado el transistor Tl, se ajuste una tensibn en el
punto 2 que sea menor que la tensidn de entrada mds baja.
Esta tensibn debe ser mhs negativa que la tensidn que resul-
ta de la divisi6n de la tensifn por las resistencias R6 | B8
y R7. Seleccionando correspondientemente las resistencias se
logra que el transistor Tl, con la resistencia R4 que deter-
mina el tiempo de valoracibn, pueda ser llevado a la satura-
cibn.

Otro umbral de tensibn es conseguido con las resisten-
cias R7 y el acoplamiento es paralelo de R6 y R8. EL umbral
que se ajusta por la divisidn de la tensidn de las resisten-
cias determina, el mandar el transistor Tl, la amplitud del
impulso de salida. Un tercer umbral determina el potencial

en el punto 3 si el transistor Tl esti bloqueado. El poten-
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cial en el punto 3 es ajustado a unos O voltios por las re-
sistencias R7 y R8. El valor de las resistencias R7 y R8 de~
termina las constantes de tiempo ’CE vy (3 v, con ello, el
comportamiento dinémico de estos umbrales, lo cual es impor-
tante en atensibén a impulsos de bloqueo breves y muy fuertes.

El circuito de recepcidén contiene, ademfs de la seccidn
de inbtegracidn representada en la figura 2b para la valora-
cidén de la duracidén de los impulsos, todavia otras dos sec-
ciones de integracibn (figura 1). La seccibn de integracibn
con los elementos constructivos R2, D2 y C5, determina la
constante de tiempo para la generacifn de la tensidn positi-
va de funcionamiento +UB para la parte de integracién para la
valoracibn de la duracifn de los impulsos. La constanté de
tiempo de carga para el condensador C5 debe ser pequeiia para
que las crestas de perturbacibén positivas sean integradas ré-
pidamente; en el ejemplo, la constante de tiempo, asciende a
unos 50 microseg.

La segunda seccibdn de integracién adicional consiste en
los elementos constructivos Rl, R2, D1, C4, D4, R9, C7 y C6.
Esta seccidn sirve para el mando del diodo D5 que se halla
en la salida del circuito de recepcidén. Entre los impulsos
de ritmo, el diodo D5, a través de la resistencia R2 y los
diodos D1 y D4, recibe una tensidn de bloqueo positiva. El
blogqueo del diodo D5 se realiza con la constante de tiempo
U5 que asciende a unos 7 microsege: 5 = (R2 " R1) « C4,

Si se recibe un impulso de ritmo, tiene lugar una des-
carga del condensador C4. ELl diodo D4 es bloqueado y la ten=
sién de blogueo desaparece con una constante de tiempo que
hace posible que, al conmubarse el transistor Tl, sea conduc~

tora la salide para el impulso de mando de Tl. La emisidn de
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este impulso de mando con el flanco trasero del impulso de
ritmo presupone que el condensador C7 ha sido descargado
despuds de la conmutacidn del transistor Tl. Los diodos D&
y D5 son bloqueados, de modo que resulta una constante de
tiempo U 6 para la descarga, que asciende en el ejemplo de
realizacidn a unos 18 microseg.: Y6 = (R6 + R9) . C7.

En el ejemplo de ubtilizacibn descrito, resulta un tiem-
po de integracibn efectivo para la valoracidén de la duracién
de los impulsos, Tw, de unos 85 microseg.

La figura 3 muestra un paso de mando de inversibn ven-
tajoso como formador de los impulsos. El impulso de mando
del transistor Tl en la figura 1 es alimentado a través del
diodo D5 a la entrada del paso de mando de inversidn. Enton-
ces, el flanco trasero negativo del impulso de salida del
transistor T1, desencadenado por el flanco trasero positivo
del impulso de ritmo, manda al paso de mando de inversidn.
El impulso de salida del paso de mando comienza con ello en
el momento en el cual gparece el flanco trasero positivo del
impulso de ritmo. la longitud o duracién del impulso de sa=
lida del paso de mendo depende de la capacidad del condensa-
dor C7 y del valor de la resistencia R6.

El paso de mendo consiste en los transistores T2 y T3
los cuales son mandados albernabivamente y dejan pasar el
potencial (OV y ~12 V) que se encuentra en su trayecto de
mando. El pasc de los dos potenciales O V y «12 V se reali-
za con muy baje resistencia 8hmica, ya que en el circuito
de mando de los transistores no hay resistencias, de modo
que la corriente de salida se determina por la carga en el
terminal de salida A. El impulso de ritmo que aparece en el

terminal de salida A se ha representado en el diagrama de
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tensidén correspondiente. Si el transistor T2 se halla en. es—
tado conductor, entonces bloquea la cafda de tensibén al tran-
sistor T3, que aparece en el diodo D7. De igual manera, el
diodo D6 cuida de un bloqueo seguro del tramsistor 12. Si el
transistor T2 estd blogueado, el transistor T3 es puesto en
conduccibén por la tensidn ~60 V de servicio a través de la
resistencia R1l y en la salida A aparece el potencial 12 V.
En el estado conductor del tramsistor T2, el potencial cero
es hecho pasar al terminal de salida A.

En lugar de este paso de mando de inversidn, puede em-
plearse cualquier otro circuito formador de impulsos.

NOTA.-~

Los puntos de invencién propia y nueva que se presentan
para que sean objeto de esta Patente de Invencidn en Espaiia,
por veinte aios, son los siguientes:

12,~ Una disposicibn de circuito para la identificacién
de impulsos de forms aproximadamente rectangular y duracién
constante que son transmitidos desde un punto de emisién a
un punto de recepcidn, caracterizado porque el trayecto de
mando de un transistor estd conectado en paralelo al conden-
sador dispuesto en una seccidn de integracidn y a la salida
del transistor le esbtd conectada en serie una etapa o paso
formador de impulsos, y porque el transistor, al aparecer un
impulso, es llevado a conduccidn por el aumento de tensibn
inherente a ello en el condensador a un valor de tensidn de-
terminado y es llevado de nuevo a su estado blogueado, o no
conductor, por el flanco trasero del impulso.

22,~ Una disposicibn de circuito seglin el punto 12, ca~

racterizada porque los impulsos son aplicados a la seccibn
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de integracidn a través de un filtro pasa bajos y un diodo
que sblo deja pasar el aumento de tensidn y el decremento
de tensidn de los impulsos.

39,-~ Una disposicibn de circuito segln el punto 22, ca-
racterizada porque después del filtro de pasabajos esti co-
nectada una segunda seccidn de integracibén que, de los im-
pulsos recibidos, forma una tensidn de servicio.

4%.~ Una disposicidn de circuito segln el punto 32, ca-
recterizada porque una tercera seccidn integradora estd co-
nectada detrds del filtro de pasabajos, la cual gobierna un
diodo que, a través de un condensador, estd unido con el
electrodo colector del transistor, estando a potencial cero
el punto de unidn del condensador y el diodo a través de una
resistencia.

52,~ Una disposicidn de circuito segin el punto 42, ca-
racterizada porque el condensador de integracidn de cada sec-
cidn integradora es gobernado a través de un diodo cuyo sen—
tido de paso de la corriente seflala hacia el condensador de
integracidn.

2,- Una disposicidn de circuito segfin el punto 52, ca-
racterizada porque el electrodo de base del transistor esti
unido a través de sendas resistencias con la tensidn de ser-
vicio negativa y con la tensidén de servicio positiva, porque
el electrodo emisor del transistor estd unido a través de
sendas resistencias con la tensidn de servicio negativa y
con la positiva y porque el electrodo colector del transis—
tor estd conectado a la tensibén de servicio a través de una
resistencia.

72.~ Una disposicibn de circuito segin el punto 62, ca-

racterizada porque el lado del diodo apartado del condensa=
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dor esti conectado a un paso de formacién de los impulsos.

82,~ Uns disposicidén de circuito segln el punto 72, ca—
racterizada porque el paso de formacidn de los impulsos con-
siste en dos trayectos de maendo que son gobernados en funcidn
de la sefial de entrada y porque el trayecto de mando que es
hecho conductor en cada caso deja pasar con baja resistencia
Shmica a la salida el potencial aplicado al trayecto de man-
do. '

92,~ Una disposicidn de circuito segln el punto 82, ca-
racterizada porque los dos trayectos de mando estén acopla-
dos en serie a través de un diodo ¥y porque a los dos extre-
mog libres de los treyectos de mando son aplicados los poten-
clales que sparecen en la salida.

102,~ Una disposicidn de circuito segln el punto 92, ca=
racterizada porque, como trayectos de mendo, en especial, se
dispone el trayecto colector-emisor de tramsistores y poxrque,
en antiparalelo al trayecto base-emisor de los tramsistores,
esté conectado un diodo.

118.~ Una disposicidn de circuito seglin el punto 109,
caracterizada porque el primer transistor estd gobernado en
el electrodo de basg, porque al electrodo de base del primer
transistor y a través de una resistencia se aplica una ten-
sibén de bloqueo ¥ porque al segundo transistor y a través de
una resistencia se aplica una tensién para la conmutacién
segura del transistor. |

122.~ Una disposicibn de circuito segin el punto 1le,
caracterizada porque el paso de formacidén de los impulsos
estd realizado como circuito de basculacidén monoestable,

132,~ "UNA DISPOSICION DE CIRCUITO PARA LA IDENTTFICA-

CION DE IMPULSOS", todo tal y conforme se describe en la



415.,~ presente memoria, la cual consta de 416 lineas y a titulo

de ejemplo se representa en los adjuntos dibujos.
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